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Abstract of DEI 9848834 

The integrated circuit chip (1) and substrate (5) 
are interconnected by a sheet (4) of anisotropic, 
conductive adhesive and a pasty adhesive (3) 
deposited between the integrated circuit chip and 
substrate. Preferably the pasty adhesive is also 
of anisotropic, conductive type. The chip and 
substrate interconnection is carried out under 
heat and pressure. The adhesive sheet is applied 
to the substrate side prior to heat and pressure 
application, and the pasty adhesive for the chip 
side is applied onto the adhesive sheet, also prior 
to the heat and pressure treatment. Independent 
claims specify the semiconductor module. 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(S) Verfahren zum Montieren eines Flipchips und durch dieses Verfahren hergestellte Halbleiteranordnung 
@ Das beschriebene Flipchlp-Montageverfahren ermog- 

licht die Montage eines IC-Chips (1) an einem Substrat (5). 

Der !C-Chip (1) weist eine Oberflache auf, an der Elektro- 

den (2) ausgebridet sind, wobet der IC-Chip (1) derart an- 

geordnet ist, daS die Elektroden dem Substrat (5) gegen- 

uberliegen. Der IC-Chip <1) und das Substrat (5) werden 

durch Warmeeinwlrkung miteinander verbunden, wobei 

ern aus anisotrop leitenden Klebmittel bestehendes Blatt 

(4) und pastenartiges Klebmittel (3) zwischen dem IC-Chip 

(1) und dem Substrat (5) angeordnet sind. 
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Bcschrcibiin*i 

Die vorliciicniic l-rdnciunLi hc/.ichl sich uufcin Vcrfahrcn 
/.im; Moniicrcn (Anbriniicn) cincs IC-Chips an cincm Suh- 
Mrui, umi aul cinc *.»cnijr^ dicscni Vcr!'ahrcn Iicrycsiclllc An- 
uniiuins;. [n.sbcsumlciv hciiini liic wrhc^cndc lirliiiJuni: 
cin Vcrlahrcn /.uni Mvmiicrcn cincs l lipchips, und cine 
iltirch ilicscs Vcrfiihrcn hcr^csiclllc I lalhlciicninordnun^. 

Hci cincm ubiichcn. hcrk. Miimlichcn Vciiahrcn /.urn Mon- 
iicrcn cincs l lipchips win! cin Blaii 4 ans cincm anisolropcn «o 
Icilcnclcn Klcbsiofl odcr cin I'ilni aus cincm anisoiroj>:n Ici- 
icndcn KIcbslolT (im foliicndcn .luch ils A(1- hc/.cichncn. 
das b/.\v. dor in Kijj. 3 dar«!csiclii isi. odcrcin pasicnariigcs. 
anisoiropcs Iciicndcs Klchiniilcl 9 (im fol^cndcn auch ahuc- 
kiir/.I als AW bc/.cicbnci ). cias in 4 darticsiclh isi. /.wi- I5 
schcn cincm K'-Cbip 1 und cincju Siibsirai 5 imiicordncL 
Anschlic(.V*nd wcrdcn dcr K'-Cbip 1 umi das Subsirai 5 clck- 
iriscii und mcchanisch durch Warnicdruckhomlcn (Vcrbin- 
dcn niiilcLs Warmc und Druck) jnilcinandcr vcrbumtcn. 

Wic in Fij?. 5 oc/.ciiii isi, wird rcrncrcin Vcr^uL^nialcrial 6 2o 
da/.u bcnul/.L cincn K'-Chip I an cincm Subsirai 5 /.u bclc- 
sii«!cn. Dcr KX^iip 1 wcisi I'lckirodcnanschluBflachcn. die 
an dcr ObcHlachc dcs IC-Chips austcbildcl sind, und vor- 
sichcndc T-Icklnvlen (Koniaklhij^cl <x\cr l^inips) 2 ;imL die 
an den lilekirodenanschluL^nachcn ausgcbildci sind. Das 25 
Subsirai 5 iriigi cin mclallischcs Muslcr, das an dcr Obcrfla- 
chc des Subsirals 5 ausgcbildci isi. Die elcklri.sche Vcrbin- 
dung /.wischen dciu IC-C'hip und dcm Subsirai wircidadurch 
crhalien, daR cine cuiekiische Krisiallisaiion /.wischen den 
Vorspriingcn 2 und dcm aul" dcr Obcrnachc dcs Subsirals 5 .*o 
belindlichen Metal 1 hcrvorgcrulcn wird. Rs isi anzuiiierken. 
daB cin inifi anisoiropcin Icilcndcn Klebslofl* (AO-) besic- 
hcndcs Blaii nichl nur als anisoirop leiicndcr l-ilm, sondcm 
in glcicher Wcise auch als anisoiropcs leiicndes Blall be- 
/.cichncl wird. .j5 

Bei dcr herkonimlichcn Mclhodc wird, wie vorslchcnd 
crlauien, cin aus anisoiropcnj Iciiendcn Klcbsioff (AC'l-) be- 
stehendcs Blall cxlercin anisoiropxrs, pasienariigcs Klcbniil- 
lel (ACP) jcweils als unabhaniiigc Komponcnie eingcscizl. 
Hicrbci bcslehl jcdoch die Moglichkcil. daB bcispiclswcise 40 
cine schlcchle Verbindung auflrill, da dcr Film aus anisotro- 
j^ni Icilcndcn KIcbslolT keinc ausreichcnde Verbindung in 
deni Bcrcich dcr Verbindungsobcrnachc besii/.i, oder wcil 
Biascn 7, die wiihrend des Warmedruckbondens er/.eugl 
worden sind, enilang dcr zu verbindcnden Oberflache dcs 45 
IC-Chips vcrblcibcn, wie dies in Fig. 3 gczcigi isi. Fcmcr 
bcslehl bei eineni anisolropcn Icilcndcn pasienartigcn Kleb- 
sloff die Moglichkeil. daB die elektrischen und mechani- 
schen Verbindungseigenschafien des KiebslofFs nichl aus- 
reichend sind. Die herkoniniliche Methodc entsprichl deni- 50 
zufolge eineni Vcrfahrcn, das kein ausreichend hohes MaB 
an siabiler und zuverlassiger Verbindung gewahrleistei. 

Wenn eine iiieiallische eulcklische Reaklion ^wischen 
den an deni IC-Chip befindlichen Konlakivorspriingen und 
dem auf der Substraloberflache befindlichen Metall ausge- 55 
nutzl wird, bestehl. die Moglichkeit daB sich keine euiekli- 
sche Metall verbindung hoher Qualitateinstelll und dafi cine 
schlechte Verbindung vorliegl, wenn auch nur kleine Fehler 
bei der Endbearbeitung der Kontaktvorspninge cder der me- 
tallischen Oboflache vorhanden seio soUten. 60 

Es ist eine Aufgabe dcr vorliegenden Erfinduog, ein Vcr- 
fahrcn zum Montieren eines Flipchips unter Vferwendung ei- 
nes anisotropen leitenden Materials zu schaflfen, das ein ho- 
hes MaB an Verbindungszuverlassigkeit besilzL Eine wei- 
tere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine 65 
Halbleiteranordnung bereitzustellen, die gemaB dem vorste- 
hend beschriebenen MontageverfabreD heigestellr isL 

Mil derErfindung wird ein Verfahren gemafi dem Patent- 
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anspruch 1 j!eschalTen. 

Weiieriiin wird eine Tlalbleiicranordnuni! iiemali deni Pa- 
lenianspruch 17 bcreiiycslelli. 

Voricilhafic Ausi!csi aliunuen dcr Hrrmdunii sinil in den 
I in I er J n sprii c h c n a n 1! c L! c be n . 

(1) Hc\ cincr .AusruhriinL'slorm dcs erlinduni:sgcma- 
IScn Vcrluhrcns /.urn Moniicrcn cincs 1 lipchips wird cin 
l('-('hip. an dem HIckirodcn an cincr Oberllache des 
K '-Chips aus^cbildel sind. aul cincm Subsirai so an^ie- 
brachi. daL^ die die lilekircxicn ira^ienilc Oberllacbc des 
K '-Chips tlem Subsirai gciicnubcrliciii. CiemiiB cincm 
(Jcsichispunki werdcn dcr IC-Chip uml das Suhsirai 
hci tlicscr ALisrulnruniisroini niiicinandci" in cincm '/,u- 
.siand vcrbundcn. hci dcm cin Hlun aus anisoiropcm Ici- 
lcndcn Klobmiiicl und pjsicnani^ics Klcbmilicl /.wi- 
schen dcm IC-Chip und dcm Subsirai angeordnei sin<l. 
Als Hr^ebnis dessen lulli das paslenani^ie. eine hohe 
l-licl.>rahit»keii besii/.ende Klebnniiel dann, wenn der 
rC-Chip mil dem Subsirai verbunden wird. solbri die 
Spalie zwischen der Obcrriachc des IC-Chips. auf iler 
die lilcktrodcn ausycbikici sind, und dcm anisolropcn 
Icilcndcn Klebmillel aus, so daB die Bildun^ von Bia- 
scn wciigchcnd vcrhindcrl werdcn k;mn. Wenn Jcdoch 
vorsiehcnde lilcklrodcn an dcm IC-Chip au.sgcbikiel 
sind, kann dcr 1-all auTircicn, daB sich dcr I-ihn aus dcm 
ani.<?olropcn leiicnden Klehniiltel sclbsl nichl an die 
Anderuniien der Oberllachcnkonhguraiion dcs IC- 
Chips in cincm Bcrcich in der Nahe der vorsiehcnden 
Hlcklrcxlcn anpassen kann, so daB Bla.scn in dem De- 
reieh nalie bei den vorsiehcnden l:lcklr<.xicn vcrblci- 
ben. .Icd(x:h auch in cincm solchcn l aM werdcn die Hla- 
sen durch die Druckkrall, die durch das Flipchip-Bond- 
geriil ausgcubl wird, aus den Konlakinachen zwischen 
dem IC-Chip und dem Subsirai herausgedruckl, wenn 
das paslenariige Klebmillel nach auBcn slroinl, so daB 
die Blasen nichl zwischen den Verbindungsflachcn ver- 
blciben. Als lirgebnis dessen wird die Zuvcrlassigkcil 
bei der Verbindung des IC-Chips mil dcm Subsirai 
noch wciler vcrbesscrl. 

(2) Bei cincMJ weilercn AusPuhrungsbeispiel des erlin- 
dungsgemaBen Vcrfahrcns zuiii Moniicrcn cincs Flip- 
chips isi das pa.slenanige KJebniillel durch cin aniso- 
iropcs ieilendes Klebmillel gebildel. Als Frgebnis des- 
sen sind dann, wenn dcr IC-Chip und das Subsirai niii- 
cinandcr verbunden sind, Icilcnde PanikcU die in dcni 
aus dem anisolropcn leitenden Klebniitlel beslehenden 
BlatI enihallcn sind, und Icitende ParlikeL die in dem 
pastenartigen Klebmillel enlhallcn sind, zwischen den 
an dem IC-Chip befindlichen Elcktroden und An- 
schliissen (KoniakUiugel bzw. Bumps) und den an dem 
Subsirai befindlichen Anschlussen und Muslem vor- 
handen. DeingeiiiiiB isi die LeilfaiiigkeiL bzw. leilende 
Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem SubsUnl 
sichergesielli, und es wird die geforderie Leitfahigkeit 
mit hohererZuverlassigkeit als bei einem Verbindungs- 
verfahren erreichl, bei dem lediglich leilende, in dem 
aus dem anisolropcn leitenden Klebstofif bestehenden 
Blan enthalrehe Partikel zum Einsatz kommen. Dem- 
zufolge ist die Zuverlassigkeit der elektrischen Verbin- 
dung zwischen dem IC-Chip und dem Substral verbes- 
serL 

(3) Bei einer weiteren Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemaBen Verfahiens zum Montieren eines Flip- 
chips werden der IC-Chip und das Substrat durch War- 
medruckverbindeD (Warmednickbonden) miteinander 
verbunden. Bei diesem Verfahren wird auf das aus dem 
anisotropen leitenden Klebmittel bestehende Blatt, das 
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zwischen den an deni IC-Chip befindlichen Eleklroden 
und AnschlLissen und den an dcin Subslral befindlichen 
Ansclilusscn vorhanden isi, eine Druckbelaslung aus- 
geubu wenn der IC-Chip und das Subsirat miieinander 
unler Einwirkung von Waniie verbundcn wcrden, so *> 
daB das Blall IxMliahigkeil zeigL. Wenn auch in deni pa- 
slcnariigen KIcbiTnllcI Icilende Parlikel cnlhahen sind. 
zeigi auch dieses pasicnartige Klebniinel Lcilfahig- 
keiLseigenschafien, d. h. wird ieiUahig. Wenn das aus 
dcni anisolrop leiiendcn KJcbniiliel besiehende Blall 10 
einer Druckbeanspruchung ausgeselzl wird, wird die 
Verfonuung des BlaiLs verbessert.. so daB das aus deni 
anisolrop leiienden Klebmiuel besiehende Blan sich 
fomimaBig an die Geslahung derjenigen Oberflache 
des IC-Chips anpaBl:, auf der die Eleklroden ausgebil- 15 
del sind. Ebenso wird die FlieBfahigkeii des paslenarli- 
gen Klebniiuels erhohL so daB dieses in die Zwischen- 
raunie zwischen deni anisolrop leiienden Fihii und der- 
jenigen Oberflache des IC-Chips fiieBl., auf der die 
Eleklroden ausgebil del sind. Weiierhin wird das Aus- 20 
ireiben von Blasen verbesseru die zwischen der die 
Eleklroden iragcnden Oberflache des IC-Chips und 
dem Subslral vorhanden sind. Als Ergebnis dessen isl 
die Znverlassigkeit der mechanischen und eleklrischen 
Verbindung zwischen dcni IC-Chip und deni Subsirai 25 
noch weiler verbessert . 

Bci einer weiieren Ausfiihrungsfomi des erfindungsge- 
maBen Verlahrens zuin Monlieren eines Flipchips wird 
das aus dejn anisolropen leiiendcn Klebniiliel besie- 
hende Blall an oder auf der Seite oder Oberflache des 30 
Subslrals angeordneu und es wird das paslenarlige 
Klebmiuel an oder auf der Scile oder Oberflache des 
K.VChips angeordnel. Wenn die zu verbindende Ober- 
flache des Subslrals flach isu weist denizulblge auch 
das aus deni anisolropen leiienden Klebmiliel besie- 35 
hende Blall cine llache Oberflache auf. Wenn das aus 
deni anisolropen leiienden Klebmiuel besiehende Blail 
auf dem Subsirai angeordnel wird, isl daher die Ten- 
denz gering, daB sich zwischen dem Subsirai und dem 
aus dem anisolropen Klebiuittcl beslehenden Blati ein 40 
S pair oder Zwischenraum bildeU so daB eine gule Ver- 
bindung erziell wird. Wenn sich an der Oberflache des 
IC-Chips, auf der die Eleklroden ausgebildel sind, An- 
schliisse bzw. vorsiehende Koniakle (Bumps) befinden, 
kann das pasienanige Klebmiuel schichilx)nnig dcrarl 45 
aufgcbrachi wcrden, daB die Vorsprungc und Vcriic- 
fungen der Oberflache aufgefulli und zugedeckl wcr- 
den. Als Folge hiervon besiehl bei der gcgensciligcn 
Verbindung zwischen dem IC-Chip und deni Subsirai 
keine groBe Gefahr, daB Lull zwischen dem IC-(?hip 50 
und dem Subsirai verbleibl. Als Folge dessen isl die 
Zuverlassigkei! der nieehanischen und eleklrischen 
Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem Subsirai 
noch weiier verbessert . 

(5) Bei einer anderen Ausliihrungsfomi des erfin- 55 
dungsgemaBen Verfahrens zum Monlieren eines Flip- 
chips wird das aus dein anisolropen leiienden Klebmil- 
iel besiehende Blail an dem Subsirai angchefiei bzw. 
mil dieseni verklebU bevor der IC-Chip miiiels Waniie 
und Druck angebondei wird. GeraaB dieseni Verfahren 6o 
konnen der IC-Chip und das Subsirar miltcls Wiiniie 
und Druck durch eine Flipchip-Bondeinrichlung soforl 
miieinander verbunden werden, nachdem der IC-Chip 
fbei dem das pasienanige Klebmiuel auf derjenigen 
Oberflache des IC-C*hips schichiformig aufgebrachi isu 65 
auf der die Eleklroden ausgebildel sind) auf deni aus 
anisoiropem leiienden Klebiniliel beslehenden Blail, 
das an die an dem Subsirai vorhandenen Musier ange- 
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klebt isl. aufgebrachi wordcn isl. oder nachdem das pa- 
sienanige Klebmiuel auf dem anisolropen leiienden 
Klebmiuel als Schichu aufgebrachi und dann der IC- 
Chip auf dem pasienarligen Klebmiliel aufgebrachi 
worden isl. Demzu folge isl die Verbindung zwischen 
dem IC-Chip und dem Subsirai einfach durchfuhrbar. 
Wenn der K'-Chip korreklan einer gcwunschlen vorge- 
gcbcnen Posilion angeordnel isu isl femer hierbci 
keine hohe Genauigkeil bei der Posiiionierung und der 
paslcnartigen Aul"bringung des anisolrop leiienden 
Klebniiuels erforderlich. Hierdurch werden der Posi- 
lionierungsvorgang und das Aufbringen der Pasle ver- 
einfachl. Als Ergebnis dessen isrdie Eflizienzdes Ver- 
fahrcns zum Verbindcn des IC-Chips und des Subslrals 
erhohi. 

(6) Bei einer weiieren Ausgeslallung des in Uberein- 
slinimung mil der vorhegenden Erfindung slehcnden 
Verfahrens zum Monlieren eines Flipchips wird das pa- 
sienanige Klebmiliel auf das aus anisoiropem leiienden 
Klebmiliel besiehende Blall, das an dem Subsirai ange- 
brachi isl, schichttonnig aufgebrachi, bevor die niillels 
Warnie und Druck erfolgende Verbindung des IC- 
Chips ausgefuhri wird. Bei dieseni Verfahren konnen 
der IC-Chip und das Subsirat mil Hilfe eines Flipchip- 
Verbindungsgerals (PUpchip>-Bonder) miieinander un- 
ler Warme- und Druckeinwirkung verbunden werden, 
ohne daB ein zwischenliegender Schrill ausgefuhrt 
werden muB, nachdem das pasienanige Klebmiuel auf 
das aus anisoiropem leiienden Klebmiliel besiehende 
Blall, das auf eincm Musier des Subslrals bzw. den 
Substrai eleklroden angebrachl isU aufgebrachi worden 
isl und der TC-Chip auf diesetn angeordnel worden isl. 
Dies liihrt dazu, daB der Vorgang der Verbindung eines 
IC-Chips mil einem Subsirai noch eftekliver durch- 
fuhrbar ist 

(7) Bei einer anderen Ausgeslallung des in Uberein- 
slimmung mil der vorliegcnden Eriindung siehenden 
Verfahrens zum Monlieren eines Flipchips wird das pa- 
sienanige Klebmiuel auf die eine Oberflache des IC- 
(!hips aufgebrachi, bevor der unler Wanneeinwirkung 
erfolgende Druckverbindungsvorgang ausgcfiihn. wird. 
Bci diesem Verfahren werden die fur das Klebmiliel er- 
forderlichc Verbindungsfahigkeil und die voin Kleb- 
miuel gefordeneSlarkc bzw. Verbindungsfesligkeil da- 
durch erziell, daB das paslenarlige Klebmiuel einfach 
mil cincr bcsiimmlcn Dickc auf derjenigen Oberflache 
des IC-Chips aufgebrachi wird, auf der die Eleklroden 
ausgebildel sind. Demzu folge isl die Sleucrung der 
aufzubnngcnden KlebniiUelmengc erleichlen, Weiier- 
hin isl auch die Menge an zu benulzendem pasienarli- 
gen Klebmiliel verringerl., und es wird die Verwaliung 
bzw. Handhabung des fur die Verbindung von IC-Chips 
und Subsiraien vorgesehenen Verbindungsprozesses 
vereinfachl. 

(8) Bei einer weiieren Ausfuhrungsform des in Uber- 
cinslimmung mil der vorliegcnden Erfindung siehen- 
den Verfahrens zum Monlieren eines Flipchips wird 
das aus anisoiropem leiie^iden Klebmiuel besiehende 
Blall an dem pasienarligen Klebmiuel angebrachl, das 
auf der einen Oberflache des IC-Chips schichifonnig 
aufgebrachi isu bevor der unler Wanue- und Druckein- 
wirkung erfolgende Verbindungs vorgang ausgefuhrt 
wird. Wenn das pasienanige Klebmiuel bei diesem 
Verfahren auf derjenigen Oberflache des IC-Chips, auf 
der die Eleklroden ausgebildel sind, als Schichi aufge- 
brachi isu und der IC-Chip mil dem an ihm angebrach- 
len, aus anisoiropem leiienden Klebmiuel beslehenden 
Blall auf dem pasienanigen Klebmiuel angeordnel 
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Wil li, konncn dcr IC h/.\v. clcr FC-Chip timi ii;is SirhsiruE 
unicr Warnic- umt Druckcinwirkun:» mil Tlilfc cincr 
l-lipchi|vVcrbinilunv:scinrichiunt; b/.w. -iiioniaiiccin- 
riclniinii i^hnc cincn /\vischcn«!cschuliclcn Schriii vcr- 
buniicn wcrdcn. Dumii laL>i sich die Tlcrsiclluni: licr > 
Vcrbindun^ /.wischcn liciii I('-('hip umi dciii Suhsiiui 
Icichl ciTcichcn. Wcnn dcr I(*-C'hip korrcki an cincr l!o- 
v\'Linschicn Posiiion an^icordnci isi, isi Icmcr hicrbci 
kcinc hohc Cicnjuiiikcii hci dcr Posiiionicrung umi ilcr 
y\'j|"hriniiun<! ilcs unisouopcn Iciicnticn Klcbniilids cr- m 
iordcrlich. Dies crlcichicri den Posilionicrunirs- und 
IicschicIiiLini!ssori:anii. Als liriicbnis dcsscn isfdic lil- 
fi/.icn/. dcs Vcrlahrcns y.uni Vcrbindcns dos K '-Chips 
umi dcs Subsiral vcii-tcsscri. 

(9) f>ci cincr Ausiuhruniislomi dcs in (jbcrcin'^iim- i> 
Fjumi! mil dcr vor!ict!cndcn lirliniiun^! stchcndcn Vcr- 
lahrcns /.um Moniicrcn cincs l-lipchips wcisl das pa- 
slcnanioc KIchmiiicI cine Viskosiiiii auL die ausrci- 
chcnd isi, /.u vcrhindcrn. daB das pasienaniiic KIchmii- 
icI von dcr cincn ObcrHache dcs IC-Chips hcrabiropri. 20 
wcnn dicsc cine, mil dcm pasicnariiiicn KIcbminel bc- 
schichlcic ObcrnUchc dcs IC '-Chips nach unlcn <»c- 
wandi isi. Hci dicscni Vcri'ahrcn wind folglich wiihrcnd 
dcs Vorgangs dcr Anordnnng dcs K '-Chips aiiT dcm 
Subsiral nach dcr Aulhringung dcs pasicnanigcn Kleb- 25 
niilicls aufciieicnigc Obcrniiche dcs IC-Chips. aufdcr 
die lileklrodcn ausgcbikicl sind, vcrhindcrl, daB das 
KIcbmiilcl aul cincn Abschniii iropli, dcr nichi mil 
dcm [C-Chip verbunden wcrdcn muR cxier soli. Dein- 
/r.urolgc wird cine Slorung wic ciwa bcispiclswcisc cine Mi 
zufalligc Vcrbindung zwischcn nichl niiicinandcr in 
Bczichung sichcndcn Teilen und derglcichcn verhin- 
dcrl. 

(10) Bci ciner wcilcrcn. yoricilhalien Ausgcslallung 
dcs erhndungsgcinaBcn Vcrlahrcns 7jjm Moniicrcn ci- 35 
nes l iipchips isi die Summc der Uickcn dcs aus dcm 
anisoirop Iciienden Klebmiiicl besichcndcn Blaiis und 
dcs pasienanigcn Kicbmiucls vor dcr Durchluhrung 
dcr Wiirmcdruckvcrbindung so gcwiihil, daB sic groBer 

isi als die Hohc cincs Anschlusses bzw. Koniaklhiigcls, 40 
der eniweder an dem IC-Chip odcr an dcm Subsiral 
ausgcbildcl isi. Bci dicseni Vcrfalircn wird das zwi- 
schcn dcm FC-Chip und dcm aus amsolropcni leilendcn 
Kiebinillel bcsichenden Blail bcfindliche paslenartige 
KIcbminel dann, wenn die unier WanTiecinwiricung cr- 45 
folgcndc Vcrbindung dcs IC-Chips durchgcruhrt wird, 
durch die Druckkrali, die durcH die Flipchip- Vcrbin- 
dungseinrichtung ausgeiibi wird, zu eineni Randbe- 
reich des IC-Chips herausgcquelschl. Das paslenartige, 
herausgedriickle KIcbminel bildei einen Rand oder 50 
cine Wulsl an einem peripheren Seilcnabschniir des IC- 
Chips. Diese WulsT sielli iin Ergebnis die iiicchanische 
Vcrbindung zwischen dein IC-Chip und dein Subsiral 
sicher bzw. erhohl diese, und fungiert weiLerhin auch 
als ein VerguB material. Demzufolge wird verhindert, S$ 
daB Fremdniateriaiien und Wasser in die Verbindungs- 
flachen zwischen dem IC-Chip und deni Substral ein- 
dringen konnen. 

(11) Bei einer weileren Ausfuhrungsfonn des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens zum Moniieren eines Flip- eo 
chips ist die Suiiune dcr Dicken dcs aus dem anisotro- 
pen leitenden Klebmittel beslehenden Blatts und des 
pastenartigen Klebmittels auf einen Berdch eingestellt, 
bei dem die Hohe einer WulsU die wahrend des unler 
Waiine- und Druckeinwiikung erfolgenden Verbin- 65 
dungsvorgangs durch das aus anisotropera leitenden 
Klebmittel bestehende Biatt und das paslenartige Kleb- 
mitiel gebildet wird, grSfier ist als die Hohenlage der 
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cincn rmcrllachc dcs FC-Chips. ahcr kicincr b/.w. nicd- 
riiicr isi als <iic andcrc Obcrllachc dcs IC-( "hips, die jul 
dcr /.u dcr cincn Obcrnachc dcs IC-Chips eni^ciicnue- 
.sc!/.lcn Sciie lici:i. Wcnn dcr IC-Chip hci dicscni vIt- 
lahrcn unicr Warmccinwirkun«i vcrbiindcn wird. wird 
das pasicnaniiic KIchmiiicL ilas /.wischcn liem IC- 
Chip iinii dcMi aus anisoirop Iciicndcin KIcbminel be- 
sichcndcn Blaii vorhanJcn isu /.u dcm peripheren b/.w. 
sciiliehen Randbcreich lics IC-Chips durch die Druck- 
krali ausgcquclschi. die durch die l-lipchi|v Vcrbin- 
dun^scinrichiung ausgeubi wiul. und bildei dann cincn 
Kra^cn oder cine Wulsl an denj Umraniissciienjb- 
schniil des fC-Chips. Als Hr^cbnis tiessen wird verhin- 
den, daf3 sich das pasienaniL!c KJchinniei his in cine 
solche Hohc crsirecken kann, die ylcich hoch wie oder 
hohcr als die Ildhc dcs IC-Chips licni. Dahcr uini vcr- 
hindcrl. daB das pasienarii^c Klchmiliei an eincm 
Spann- oder IlalicstoBcl dcr I'lipchip- Vcrbindung.sein- 
richiung an hal'icn kann und cine Vcrbindung zwischen 
dcm rC-(^hip und dem TIalicsioBcl bcwirkl. Im Frgcb- 
nis wird somil die Zuvcrlassigkcii dcs Verbindungsvor- 
gangs, bei dcm IC-Chips und Subslralc niiicinandcr 
verbunden wcrdcn, erhohl. 

(12) Hc\ cincr andercn Ausliihriingsronn des in I'lhcr- 
einsiimnmng mil der vorlicecndcn lirfintlung sichcn- 
dcn Vcrlahrcns /,um Moniicrcn cincs I'lipchips wcisl 
das aus dem anisoiropcn leilendcn KIcbniiliel bcslc- 
hcndc lilall cine I lachc aul", die groKcr isi als diejenigc 
dcr cincn Obcrllachc dcs IC-Chips. Wcnn dcr IC-Chip 
unicr Wiirmecinwirkung verbunden wird, wird das pa- 
sienanigc, zwischen dem IC-Chip und dem aus aniso- 
rropctn leilendcn KIcbminel besichcndcn Biati vorbrjn- 
denc KIcbminel bci diesem Vcrlahren /u eineni um- 
langsseiiigen Randabschnili des IC-C'hips au.sgc- 
queischi und bildei einen Rand oder cine Wulsl auf ci- 
ner Basis, die durch einen Abschniii dcs aus anisoiro- 
pcm leilendcn KIcbminel besichcndcn Blans dclinien 
isi, der nichi mil der die lilcklroden tragcndcn Obcrfla- 
che dcs IC-C>iips verbunden isi. Anders ausgcdriickl, 
wird die Wulsl auf einem uberschussigen Hachcnab- 
schnill dcs aus anisolropcni leilendcn KIcbminel besic- 
hcndcn Blalls gcbildel, der gegeniiber dem umfangs- 
sciligcn Randabschnili dcs IC-Chips vorstehi, Als Hr- 
gcbnis dcsscn wird die Ausbildung cincr Wulsl an dem 
uml^ngsseiiigen Sciicnabschnin des ICVChips noch 
wcilcr gctbrdcrl, und cs wird demzufolge dicmcchani- 
sche Vcrbindung zwischen dem IC-Chip und dcni Sub- 
siral in noch zuverlassigerer Weise erziell. 
(13) Bei cincr weileren Ausfuhrungsfonn des in Ubcr- 
einslimmung mil der vorliegenden Erfindung slehen- 
den Verfahrens zum Moniieren eines Flipchips wcisl 
das aus anisoiropem leiienden KIcbminel beslehende 
Blall cine Fliiche auf, die auf einen Bercich feslgclegl 
bzw. aus eineni Bereich ausgewahlt isi, bei dem die 
Hohe einc^ Wulst, die durch das aus anisoirop leiten- 
denj Kleb.. "Azl bestehende Blatt und das paslenartige 
Klebminei • uh dem unler Wanne- und Druckdnwir- 
kung erfoigcnden Vt^bindungsvorgang gebildet wor- 
den ist, groBer ist als die Hohenlage der einen Oberfla- 
che des IC-Chips, jedoch kleiner ist als die Hohenlage 
der anderen Oberflache dcs IC-Chips, die auf der der 
einai Oberflache abgewandten Seite des IC-Chips 
liegt. Wenn der IC-Chip bei diesem Verfahren unter 
Warmeeinwirkung angebracht wird, wird das pastenar- 
tige, zwischen dem IC-Chip und dem aus aoisotrop lei- 
tendem Klebmittel bestehenden Blatt befindliche Kleb- 
mittel zu einem am Umfang liegenden Randabschnitt 
des IC-Chips herausgequetscht und bildei einen Rand 
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an dcni in Unifangsrichiung licgendcn Sei(enabschniii 
des IC-Chips. Weiierhin wird verhinderi, daB das pa- 
sicnanige Kiebininel bis zu einer Hohenlage hochwan- 
den, die gleich hoch wie oder hoher als die Hohe des 
IC-Chips isi. Folglich wird verhinderi. daB das Kleb- 5 
niillel an eineni HahesioCcI der Fiipchip-Verbindungs- 
einrichlung anhaflcn kann und cine Verbindung zwi- 
schen deiii IC-Chip und deni HahesloBei herbeifCihrl. 
Als Ergebnis dessen isi die Zuvcrlassigkeii des Verbin- 
dungsvorgangs, bei dcin die IC-Chips und die Sub- lO 
siraie niiieinander verbunden werden, verbessert. 

(14) Bei einer anderen Ausgeslaliung des mi! der vor- 
liegendcn Erfindung in Ubercinsiiininung sichenden 
Verfahrens zuni Moniieren eines Flipchips weisen lei- 
lende Pariikel, die in dem aus anisou-opein leilenden 15 
Klebniitiel beslehenden Blatl enihalten sind, und lei- 
lende PartikcL die in deiii pastenarligen Kleb mil lei enl- 
halien sind, im wesenllichen den gleichen Durchnies- 
ser auf. Wenn der IC-Chip unler Warnieeinvvirkung an- 
gebrachi wird, sind demzufolge die leilenden Pariikel, 20 
die in dem aus anisoirop Iciiendein Klebniitlel besle- 
henden Blau enlhallcn sind, und die leilenden PariikcU 
die in dem pastenarligen Klebmiliel vorhanden sind, 
geiTieinsam zwischen den Eleklroden des TC-Chips und 
den hockerfonnigen Anschlussen, oder zwischen dem 25 
an dem Subsiral befindlichen Muster und den An- 
schliissen vorhanden, wobei alle diese jeweiligen lei- 
lenden Pariikel jcweils Raume zwischen den Hlektro- 
dcn des IC-Chips und den Anschlussen, oder zwischen 
dem an dem Subsiral betindlichen Muslcr und den An- 30 
schlussen aulTiillen und somil zur eleklrischen Verbin- 
dung beilragen. Als Rrgebnis dessen isi die Zuverlas- 
sigkeil der eleklrischen Verbindung zwischen dem IC- 
Chip und dem Subsiral verbessert. 

Bei einer vorteilhaflen Ausgeslaliung der Erfindung 35 
liegl der Durchmesser der leilenden Pariikel, die in 
dem aus anisoiropcni leilenden Klebmiliel beslehenden 
BlaU und in dem pasienarligcn Klebmiliel enlhalien 
sind, in einem Bcrcich von ungelahr 2 bis lO^m, um 
hierdurch eine eleklrische Verbindung zwischen dem 40 
IC-Chip und dem Subsiral zu gewahdeisien. 

(15) Bei einer weileren Ausgeslaliung des mil der vor- 
Hegcnden Erfindung in t}bercinsUmmung stehenden 
Verfahrens zuni Moniieren eines Flipchips werden pas- 
sive Elenienie, die zusammen mil dem TC-Chip zu 45 
moniieren sind, mil dem Subsiral durch das aus aniso- 
iropem leilenden Klebmiliel bcslehende BlaU. und das 
paslenarlige Klebmiliel verbunden. GemaB diesem 
Verlahren, das beispielsweise in einem lypischen, mil- 
lels Loimillel erfolgenden Moniagevorgangs durchge- 50 
fuhrt werden kann, lassen sich Fehler wie elwa Kurz- 
schlusse verhindern, die bei einem solchen, milteis 
LoimilleL erfolgenden Moniagevorgang aufireien 
konnicn. Weiierhin werden die Moniagcschrille zum 
Moniieren des IC-Chips und der passive n Elemenie in 55 
einem einzigen Schrill voilslandig durchgefuhrl. Wei- 
ierhin wird ein Waschvorgang zur Beseiiigung von ver- 
bliebenem FluBmiliel unnoiig. Als Ergebnis dessen isi 
die Zuverlassigketi der Verbindung zwischen den pas- 
siven Elemenien und dem Subsiral verbessert, und es 60 
isi gJeichzeitig auch die Effizienz des Moniagevor- 
gangs. bei dem die passiven Elemenie moniiert wer- 
den, verbesseri. 

(16) Zur vorliegenden Erfindung rechnei auch eine 
Halbleiteranordnung, die nach einem der vorsiehend 65 
erfauierien Verlahren zum Moniieren eines Flipchips 
hergestelh isi. Bei einer deran hergesiellien Halbleiter- 
anordnung sind die elekuische und die niechanische 
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Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem Subsiral. 
die in der Halbleiteranordnung angeordnet sind, sehr 
zuverlassig. Die Halbleiieranordnungen lassen sich so- 
mil mil erhohler Zuvcrlassigkeii feriigcn. 

Die Erfindung wird nachstchend anhand von Ausliih- 
rungsbeispielcn niiher beschrieben. 

Fig. 1 zeigi schemalisch eine Querschniiisansichl einer 
Ilalbleileranordnung, die ein Subsiral und einen Flipchip 
enihall. der an dem Subsiral in tJbereinslimmung mil einer 
Ausfuhrungsionu der vorliegenden Erfindung angebracht 
isi. 

Fig, 2 zeigl schemalisch eine vergroBerte Ansichl eines 
Bereichs uiii einen hockcrloniiigen AnschluQ eines Flip- 
chips herum, der in dor in Fig. 1 dargesielllen Halbleiteran- 
ordnung enlhalien ist. 

Fig. 3 zeigl schemalisch einen Qucrschnin einer Halblei- 
teranordnung, bei der ein aus einem anisolropen leilenden 
Klebniiuel beslehender Film zum Verbinden eines Flipchips 
mil einem Subsiral gemaBdem Stand derTechnik cingeseizl 
wird. 

Fig. 4 zeigl schemalisch einen Querschnili durch eine 
Halbleiteranordnung, bei der in Ubcreinslinunung mil dem 
Stand der Technik ein pastenartiges, anisoiropes leiichdes 
Klebmiliel zum Verbinden eines Flipchips und eines Sub- 
strals eingeselzt wird. 

Fig. 5 zeigl eine QuerschnilLsansichl einer Halbleileran- 
ordnung mil einem Mipchip, bei der eine euiekiische Kri- 
siallisaiion zwischen hockerformigen Anschlussen und ei- 
nem Melall muster, das auf einer Subsl rat oberfl ache ausgc- 
bildel isL gemaB dem Stand der Technik eingesetzi wird. 

Fig. 6 7.eigl schemalisch einen Querschnili durch eine 
Halbleiteranordnung, wobei ein Zustand dargestellt isi, bei 
der ein pastenartiges Klebmiliel auf einem IC-Chip gemaB 
einer weileren Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung aul'gebrachl isU 

Fig. 7 zeigl schemalisch einen Querschnili durch eine 
Halbleiteranordnung, wobei ein Zusland dargesiclli isi, bei 
dem ein aus anisoirop leilendem Klebmiliel beslehender 
Film an dem paslenartigen Klebmiliel angebracht ist, wobei 
diese Gesialtung einem weileren Ausfuhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung enlsprichL 

Fig. 8 zeigl in Form eines Ablaufdiagramins ein Verlah- 
ren zum Anbringen bzw. Moniieren eines IC-Chips an ei- 
nem Subsiral. 

Im folgcndcn werden einige Ausfuhrungsbcispiclc des 
Verfahrens zum Moniieren eines Flipchips, sowie von ge- 
maB diesem Vcrfahren hergesiellien Halbleiieranordnungen 
nahcr erlauierl. 

Fig. 1 zeigl einen IC-Chip 1, der mil Elekuxxienanschlufi- 
flachen vcrsehen isi, die an der Oberflache des IC-Chips 1 
ausgcbildci sind. Hockerformige Anschlusse 2 sind an den 
ElekirodenanschluBnachen des IC-Chips 1 au.sgcbildcl und 
sind oder werden elektrisch und inechanisch ?nil einem Sub- 
siral 5 mil Hiife eines pastenarligen Klebmiuels 3 und eines 
aus anisotropern leilenden (oder anisoirop leilendem) Kleb- 
miliel beslehenden Blaiis oder Films 4 verbunden. 

Genauer gesagu werden der IC-Chip 1 und das Subsiral 5 
unierWanne- und Druckeinwirkung niiieinander verbunden 
(Warme-Druck- Verbindung). wobei das pa.sienanige Kleb- 
miliel 3 und der Film 4 zwischen dem IC-Chip 1 und dem 
Subsiral 5 angeordnet sind, und wobei die Anschlusse 2, die 
an den ElektrodenanschluBflachen des IC-Chips 1 ausgebil- 
dei sind, elekihsch mil einem Musier verbunden werden, 
das an dem Subsiral 5 ausgebildei isi. 

Das pasienanige Klebmiliel 3 weisi eine hohe FlieBHihig- 
keii auf und kann auf der Oberflache eines zu vcrbindenden 
Objekis all Ubcrzug bzw. schichifonnig aufgebrachi wer- 
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ticn. Wcnn cine Dmckkrjli uul dcn K'-Chip 1 unci Jas Siih- 
slrji 5 jus.i:LHibl wini. wahrcnii sich (icrl-ilin -I /.wischcn kWc- 
scn KoMiponcnicn bc(in<ici. IlicBi dus aurirchrjchic pasicnar- 
liiic Klcbniiiicl 3 von cincr Sicllc. bci dcrdcr K'-('hip 1 und 
dus Siibsirai 5 mil cincm hohcn Druck jncinundcr iictirucki 
wcrdcn. /.u cincr Sicilc. bci ilcr dicscr Druck mcdriiicr isi. 
und llicl^l daniil bcispickswcisc in Spalic und iTciriiunic. die 
/.wischcn dcin [('-('hip I und tJeni I'ilm 4 vorhandcn sind. 
Ak^; lirycbnis dcsscn vcncili sich das pasicnaniije Klehniiiiel 
3 Liber ilie ^csaime Obcrllachc des y.u moniiercnden \C- 
Chips. Nach dcm Ausharicn des pasicnariiLicn Klcb]nincks3 
isi damii cine Vcrbindun<! ubcr die iicsatnlc Oberflache hin- 
w'co cr/.icli. 

Del 1-ihii 4 isl aus einein klchcndcn IJindemiliek das Ver- 
bindungscijienschanen und isohcrcndc Hiycnschal'icn auf- 
weisi, und Iciiendcn Pariikein /in ITerslelKini: dcr elekiri- 
schen Lcilfahigkeil b/.w. TA:iiung /usamiMcnticsei/.i umi 
liegl in cineni lesJcn /usiand vor. l-crner isl dcr Ml in 4 als 
ein Blaii ausiicbildei. das rur(iie Verbindunii b/.w. Moniajie 
dcr IC'-C'hips einucsel/.i wird. liine Viel/.ahfvon Produkien. 
die unicrschicdliche Konibinaiionen aus klebendcni Bindc- 
nnilel und den Iciiendcn Paiiikein cnihallcn. sichen i'ui' un- 
icrschicdliche Zwccke /.ur Verrugung. In den Icl/.icn Jahrcn 
hai sich die An des klehcnden liindcniillels von den i hishc- 
rigcn, Uieniioplaslischcn lyp /.u cincu! wanned xiercndcn 25 
b/w. wannchancnden Typ /.ur l:r/.iclung hoherer Vcrbin- 
dungsxuverlassigkcii gciinden. Seil kur/.cin wirdauch hiiuli- 
gcrein rcparicrbarcs klebendes liindeiniiicl des warniehxic- 
renden lyps, das aus einein dcnaiuricncn lipoxidhar/. be- 
slchl, aus Griindcn dcr ZwcckniaBigkcil bci cincr Reparaiur «) 
nach der Vcrbindune (Reparaiur der Vcrdrahlung) und cincr 
t.Jhcrarbciiung (Ausiausch des Chips") bcnul7.l. 

Bislang wurden otUiiaLs KohlcnslotTascrn und l^lniilicl- 
panikcl aJs leilcndc Pariikcl eingcscizl. Seil cinigen Jahrcn 
wcrdcn aber auch unlerschiedlichc Anon von Panikcln fur 3.s 
unicrschicdliche Anwendungsgcbieic benuizi. Bcispicls- 
wcise werden aus Mciall bcsiehendc Panikcl haufig fur Mu- 
sicr benui/.t, die aus cinem Malcrial hergcsielli sind, bci deiii 
die Moglichkeil der Bikiung von Rissen an seiner Oberfla- 
che besrehl. Mil Nickel oder (Jold plallienc bzw. beschich- 40 
icle ITar/.panikel sine! bei der Verbindung von fcine Abincs- 
sungen bzw. Absiande aufwcisendcn Tcilcn voneilhaii und 
werden daher haufig bei Verbindungsarbciien bei Fliissigkri- 
slallanzeigen LCD bcnulzl, da die niii Nickel oder Gold 
plallienen Harzparlikel eine lilasiizilar und eincn ihcmii- 4.*i 
schcn Ausdchnungskoeffizicnicn aufwciscn, die iihnlich 
sind wie diejcnigen des klebenden Bindeiiiiitels, und da es 
einfach isl, den Durchniesser der Parlikel zu vereinheilli- 
chen. 

Wie aus Fig. 2 ersichllich isl, werden das pasienarlige 50 
Klebniitlel 3 und der Fibii 4 durch die Druckkraft. defor- 
mierl, die durch die Ripchip-Verbindungseinrichtung (Rip- 
chip-Bunder) ausgeiibl wird. Ein Bereich in der Nalic dcr 
Anschlusse 2 zeigl hierbei die groBle Verfomiung. Das pa- 
stenartige. KlebmiUel 3 und der Film 4, die unterhalb der An- 55 
schliisse 2 vorhanden sind. nehmen zum Zeiipunkt der unter 
AVamieeinwirkung erfolgenden Verbindung erhohteFlieBfa- 
higkeit an, wobei eine Mischregion 8 aus deni pastenanigen 
Klebmittel und ACP oder dem Film gebildet wird. In der das 
paslenaruge Klebmitiel 3 und den Film 4 enthaltenden 60 
Mischregion 8 konnen dann, wcnn dcr IC-Chip 1 auf dcni 
Substrat 5 angeordnet wird oder ist, Luftblasen zwiscben der 
bodenseitigen Flache der Anschlusse 2 und dem pastenarti- 
Klebmitiel 3 verbleiben, Wenn jedoch eine unter 
Warme- und Druckeinwirkung erfolgende Verbindung aus- 65 
geffihrt wird, fiieBen das pastenartige Klebmitiel 3 und der 
Film 4 von der bodenseitigen Flache der Anschlusse 2 zu 
den jewdligen Umfangsrandexn bzw. Umfangsbereichen 
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dcr Anschlusse 2. wenn die IDruckkral'i durch die I'lipchip- 
Vcrbimlunjiscinrichuinu ausiiciibi wird. wobei sich die Bla- 
scn ilann cbcnfalls bewegen. Ini liniehnis blcibcn ilic Blascn 
soniil nichi unierhalb der linicrseiien dcr Vorspriinuc 2, die 
••^ ini ITinblick aul die clcklrische Keiiiahi^kcii die wichiitisicn 
Bereich ilaisicllcn. I crnci ucnien auch Blascn, die in andc- 
ren licrcichcn vorhamlcn sind. ehcnfalls /.u cincin Bereich 
auHcrhalb des Uuilanysrjnds des IC-Chips hc\vcc»i, u-as :in 
dcr hohcn l-lieMrahii:kcij des paslcnaniucn Klcbniilicls 3 
liciii. 

lis isl anzuincrkcn. daB das pasienarlige Klcbniiiicl 3 und 
dcr 1-ilni 4 cine ( icsaiiiidicke bcsii/.en, die ini allircnicincn 
glcich grol:; isl wie die Oicke dcr Anschliissc 2 iind des vxicr 
dcr Ix'iicr an dcm Subsiral 5. d. h. cine Dickc von un<:c!Lihr 
15 ."^(J bis 5()pni bcsii/.en. Dcin/.ulol^ie isi cine DruckUraVl von 
ungdahr 50 his ]()[) i; I Lir jcdcn AnschliiB 2 crlbrdcrlich, da- 
mil die in Fi«. 2 darycslcllic Verlormunii /.ur lir/.iclung der 
el cki rise hen Verbindung hcrvorgerurcn wirti. 

Weiicrhin isl allgemein rcsl/.usiellcn, daLi /.ur l:r/ielung 
cincr elVcklivcn b/.w. gulcn cickiri.schen Verbindung drei 
Oder mehr leilcndc Pariikcl /.wischcn den AnschlU.sscn 2 
und dcni Mciall. das aui dcr Oberniichc des Subsirals 5 aus- 
gebildei isu errorderlich sind. 

Dri bci den vorstchend Hes^chriehcncn Aiisluhningsbci- 
.spieicn das pasienarlige KIcbmilicI 3 aurdiejenige Obcrlla- 
chc des 1-ilnis 4 aufgcbrachl wird. mil dcr dcr IC-Chip 1 vcr- 
bundcn wird, HicBi dieses pasienarlige Klcbniiiicl 3, das ein 
hohcs Mal.^ an I 'licWlahigkcil besii/.l, in die Spalic und /,wi- 
schenraume zwischcn dcni Film 4 und dcr Oberflache des 
IC-Chips 1 in Abhiingigkcil von und Ubcrcinsiimniung mil 
den Vcrlbniiungen, die durch die zum Zeiipunki dcr unlcr 
Wiimic- und Druckeinwirkung crlolgendcn Verbindung 
ausgcubie Druckkrafi hcrvorgcrufcn werden, wobei das 
KJcbinillel 3die Spalic und Zwischcnriiumc voiisiiindig au.s- 
lulll. Wcnn Lul'iblasen in den /.u verbindenden Obernachcn 
zwischen dem Film 4 und dcm JC-Chip 1 vorhandcn sind, 
bewcgcn sich dicsc Blascn durch das pasienarlige Klcbniii- 
icl 3 aufgrund dcr Druckkrali, die von dcr 1-lipchip-Verbin- 
dungscinrichiung ausgciibt wird, wobei die Blasen schlicB- 
lich von den zu verbindenden Obcrflachcn wcgbcwegi und 
ausgequeischi werden. Durch diesc Druckkrafi wcrdcn das 
pasienarlige Kicbmillel 3 und ein Abschnitl des Films 4. der 
hohc FlieBfahigkeil besilzl, cbenfalls da/.u gebrachi, nach 
auBcn zu dem Umgebungsbcrcich des IC-Chips 1 zu flicBen. 
Dieser Abschnin bildci einen Rand bzw. einen Kragcn oder 
cine Wulsl ("Filci") 31, nachdcm das pasienarlige Klcbniii- 
icl 3 ausgehartei isl, und dieni hierbei als VetguBmaieriaJ. 

Die Anschlusse konnen durch jedcs beliebigc gecigncle 
Verfahren hcrgeslellr werden, bei spiels weise durch ein Plai- 
ner- bzw. Beschichtungsverfahren, bei dem sie durch elek- 
irolytische Platlierung bzw. Beschichlung ausgebildel wer- 
den, ein Uberlragungsverl^ren, bei dem Anschlusse uber- 
irdgcn bzw. zugeluhn und mil inneren Leilungen verbunden 
werden, ein Bolzen- oder Briicken-Slanzverfahren, bei dem 
ein Drahibonden zum Einsalz konunl, und dergleichen. Bei 
den vorliegenden Ausfuhrungsbeispielen kann jede belie- 
bige dieser Methoden zur Ausbildung der Anschlusse 2 ein- 
gesetzt werden, Typischerweise ist der Teilungsabstand 
bzw. Miltenabstand zwischen den Anschliissen 2 bei IC- 
Chips in der Regel sehr gering und liegt beispielsweise bei 
ungefahr 60 bis 70 pm. 

Im folgenden wird eine Ausfuhrungsform des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens zum Montieren eines Flipchips unter 
Bezugnahnie auf das in Fig. 9 gezeigte Ablaufdiagranim er- 
lauterL Zunachst wird bei einem anfanglicheo Schritt der 
Film 4 zeitweilig an einer Position auf dem Substrat 5, an 
d» da- IC-Chip 1 montieit wird, angeklebt, und es wird das 
pastenartige Klebmiltel 3 auf dem IC-Chip 1 als Schicht auf- 
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gcbrachi. 

Im Hinblick auf die Elifizicnz dcs Moniiigevorgangs ist 
dcr Film 4 durch ein aus anisoiropem Iciienden Klebniillel 
bcsiehendes Blali gebildet., das von den Hersiellern in der 
Form eines Blails mil einer glcichmaBigen Dicke geliefcri 
wild. Wenn in deni Film 4 ein wannefixiercndes Bindcinit- 
lel benuiy.i wird, sollic der Fiirn 4 bei nie<lrigcr Tempcraiur 
gehalien iind geiagen wcrden. 

Der Film 4 wird aus einein aus anisoirop Iciienden (bzw. 
anisoiropem, Iciiendem) Klebmitiel beslehenden Blalt mil 
einer GroBe ausgesclinillen, die geringfUgig groBer isi ais 
die Verbindungsoberflache des IC-Chips 1. Der geschnitlene 
Film 4 wird dann auf dem an dem Subsirai 5 befindlichen 
Musier angeordnel, zu dem cine Vcrbindung hergestelll. wcr- 
den soil. AnschlieBend wird cine Vorheizung ausgefuhri, um 
hierdurch den Film 4 zciiweilig an dem Subsirai zu befesh- 
gen. 

Es wird eine geeigneie Menge an paslenarUgem Klebniil- 
lel 3 auf derjcnigen Oberflache des TC-Chips schichtformig 
aufgebrachi, an dcr die Anschlusse 2 ausgebildei sind. Hier- 
bei kann die fur die Beschichiung vorgesehene Menge an 
pasienarligeni Klebmillei 3 in Abhangigkeit von den An- 
schlussen 2 fesigelegl werden, wobei es einfach isl, dieje- 
nige geeigneie Menge an pasrenartigem Klebmillei 3 zu be- 
siinimen, die fiir die Beschichiung erforderlich isl. Es isl an- 
zumerken, daB es erforderlich isu daB das paslenariige Kleb- 
niillel 3 eine solche Viskosilal besitzt, daB kein Ablropfen 
des pasienarligen KJebmillels 3 wahrend des Vorgangs der 
Montage des IC-Chips 1 an dem Subsirai 5 auflxitu da bei 
diesem Vorgang diejcnigc Oberflache des IC-Chips 1, an dcr 
die Anschlusse 2 ausgebildei sind, nach unlen gewandl isl. 
Nach dem AhschluB dcr Anbringung des TC-Chips 1 an dem 
Subsirai 5 wird oder isl ein VorbereilungsprozeB vor einem 
millcls Warmeeinwirkung verbindenden Verbindungs vor- 
gang abgcschlossen. 

Bei eineiii nachsien Schrili wird ein Wannebonden (Ver- 
bindcn unier Einsatz von Wanne) ausgefuhn. Das Subsirai 5 
mil dem zciiweilig an ihiii befesliglen Film 4 wird auf einem 
Arbcilslisch der Flipchip-Verbindungseinrichlung (Fhp- 
chip-Bondgeral) befesligl, AnschlieBend erfaBl die Flip- 
chip- Vcrbindungseinrichlung die Position des an dem Sub- 
sirai 5 befindlichen und zu konlaklierenden Musters. Wcnn 
die Posilion des Muslers erfaBl worden isl^ wahrend die 
Oberflache des IC-Chips 1, an der die Anschlusse 2 ausge- 
bildei sind, nach unien gewandl isl, d. h„ anders ausge- 
drucku in cine Richlung wcisi, in dcr die An.schlussc dcs IC- 
Chips 1 mil dem Film 4 in Konlakl gebrachi wcrden, wird 
der IC-Chip I mil dem auf ihni aufgebrachlen pasienarligen 
Klebmillei an dem Subsirai 5 unler Ausrichtung mil dcr er- 
faBlcn Position monliert, d. h. angebrachl, und es wcrden 
dcr IC-Chip 1 und das Subslrat 5 unler Waniieeinwirkung 
durch die Flipchip- Vcrbindungseinrichlung miteinandcr 
verbunden. 

Es isl anzumcrkcn, daB die Wu!si 31 einen Schuizdcs IC- 
Chips 1 gegenubcr Umgebungseinflusse, insbesondere 
Feuchligkeil.. bewirkl. so daB ein siabiler Belrieb des IC- 
Chips 1 erziell wird. Damil die Wulsi 31 in jedem Fall 
zwangslaufig gebildel wird, isl die Gesamidickc des pasien- 
arligen Klebiniliels 3 und des Films 4 vor der unler Waniie- 
einwirkung erfolgenden Verbindung vorzugsweise groBer 
als die Hohe der Anschlusse bzw. Konlaklhugcl 2. Als Er- 
gebnis dessen wird das paslenariige Klebmillei 3 nach au- 
Ben zu dem umfanosseitigen Randabschnill des IC-Chips 1 
wahrend der Zeildauer der unicr Warme- und Druckeinwir- 
kung erfolgenden Verbindung ausgequeischu und es kann 
damil eine Wulsi 31 mil einer ausreichenden GroBe gebildel 
werden. 

Damil die Wulsi 31 in der vorsiehend erlauienen Weise 



zwangslaufig und definiliv gebildel wird, weisi der Film 4 
weilerhin vorzugsweise einen Obcrflachenbereich bzw. eine 
OberflachengroBe auf, der bzw. die geringfugig groBer isl 
als die Flachc oder GroBe derjenigen Oberflache des IC- 

5 Chips 1, auf der die Konlaklhugcl 2 ausgebildei sind. Wie 
aus Fig. 1 ersichllich isl, siehl der Film 4 gegcnuber dem 
umfangsseiligen Randabschnill des IC-Chips 1 vor, wenn 
die GroBe dcr Oberflache des Films 4 groBcr isl als die 
GroGe derjenigen Oberflache des IC-Chips I. an der die 

10 Konlaklhugcl 2 ausgebildei sind. Damil kann auf dem vor- 
siehenden Abschnill des Films 4 die Wulsi 31 oder eine 
Wulsi 32 mil einer ausreichend groBen GroBe gebildel wer- 
den. 

Falls jedoch das paslenariige Klebmillei 3, das zu dem 

15 umfangsseiligen Rand des IC-Chips ausgequelschi wird, 
eine Hohe erreichi, die aquivalenl oder gleich groB ist wie 
die Hohe des IC-Chips 1, kann das paslenariige KlebmiUel 3 
an einem Halleslempel oder -sloBel der Flipchip- Vcrbin- 
dungseinrichlung an haflen, der auf den IC-Chips 1 driickl. 

20 DemgemaB mussen die Gesamidickc des paslenartigcn 
Klebmiliels 3 und des Films 4 sowie die GroBe der Oberfla- 
che des Films 4 so teslgelegl werden, daB die TTohe der 
Wulsi 31 kleiner isl als die Hohenlage derjenigen Oberfla- 
che des IC-Chips 1, die sich auf der zu der die Konlakl hiigel 

25 2 iragenden Oberflache enigegengeselzlen Seile befindel, 
wobei die Wulsi 31 jedoch hoher isl als die jenige Oberflache 
des IC-Chips 1, an der die Konlaklhugcl 2 nionlierl sind. 

Vorzugsweise isl das paslenariige Klebmillei 3 aus einer 
anisoiropen iciienden Pasie bzw. einer anisoirop Iciienden 

30 Paste hei^eslelll. 

Die anisolrope leitende Paste isl eine Mischung aus einem 
pastenarligen KlebmiUel und leilenden Pariikel und weisr 
eine FlieBfahigkeil auf, die gleich groB isl wie die FlieBfa- 
higkeil des pasienarligen Klebmiliels. Femer isl die Pasle 

35 eine anisolrope leiiende Pasic und zeigl dann, wenn eine zur 
Erzielung einer Lei lung ausreichende Druckkrafl angelegl 
wird, eine Leiifahigkeil in derjenigen Richlung, in der die 
Druckkrafl angelegl wird. 

Wenn .somil eine anisolrope leiiende Pasic benulzl wird, 

40 slellen die leilenden Pariikel, die in der anisoiropen leiten- 
dcn Paste enthallen sind, zusammen mil den leilenden Parli- 
keln, die in dem Film 4 enthallen sind, eine Leiifahigkeil 
bzw. eleklrische Leilung bereil. Die Zuvcrlassigkeil der 
elektrischen Verbindung isl denizufolge vcrbesscrl. 

45 Wenn die anisoirop leiiende Pasie als das paslenariige 
KlebmiUel 3 bcnutzi wird, weiscn die leilenden Pariikel, die 
in der Pasle und in dem Film 4 jeweils enlhalien sind, vor- 
zugsweise im wesenlhchen den gleichen Durchmesser auf. 
Wie aus Fig. 2 ersichllich isu sind in der Mischregion 8. in 

50 der dcr Filni 4 und das paslenariige Klebmillei geinischl 
sind, die leilenden Pariikel, die in dcr anisoirop leilenden 
Pasle des pasienarligen Klebniiilels 3 enthallen sind, und der 
Fihn 4 /.wischen den Kunlakihugeln 2 und dem Subsirai 5 
angeordnel^ Die Mischregion 8 isl daher eine wichiige Re- 

55 gion, die fur die eleklrische Koniaklierung veraniwortlich 
ist Falls der Film 4 in der Mischregion 8 keine ausreichende 
Menge an leilenden Panikeln besilzi, isl zu erwarlen, daB 
dieser Mangel an leilenden Panikeln durch die leilenden 
Pariikel, die in der Pasie enlhalien sind, behoben wird. Fails 

60 jedoch die leilenden Panikcl, die in der anisoirop leilenden 
Paste enlhalien sind, kleiner sind als die leilenden Panikel, 
die in dem Film 4 vorhanden sind, koniakiieren sie nichl so- 
wohl die Konlaklhugcl 2 als auch das Subsirai 5, und es wird 
dcr ElTeki der Erhohuns der Leiifahigkeil zwischen den 

65 Konlakl hUgeln 2 und dem Subsirai 5 nichl erziell. 

Aus diesem Grund weisen die leilenden Panikel, die in 
der Paste und in dem Film 4 enlhalien sind, vorzugsweise ini 
wesenilichen den gleichen Durchmesser auf, so daB die 
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T.cilfiihiiikcii liiirch lijs Zusjiiinicnwirkcn sowohl dcr Puiii- 
kcl in tier P:isic jls Jiicli tier Pariikcl iin l-ilni 4 vcrbcsscri isl. 

Dcr Dnrchincsscr dcr Icilcmicn Purlikcl liciil vor/.iii!s- 
wcisc in licni licrciuh von iiniicriihr 2 bis lOuin. unil /.svjr 
JUlLirund iIlt IJcrucksichiiiiuni! cincr sichcrcn cickirischcn 
Vcrbiniiun*: /uisclicji tlcni fC-Oiip I untl k\c\\\ Suhsirai 5. 
iicr Dickc dcs Minis 4 umi dcni IcilunusubsiunJ h/.vv. Mii- 
lcn;ihsianii »xii.T Absiami Her KonUikihii<icl 2. 

IJci cincni wciicrcn AusriihiunLr^bcispicI ilcr vcrlicycn- 
ilcn PirlinJuni! uird dcr anisoirop Iciicndc I'ilni 4 /.ciiwciliiz 
an (icr obcrcn Sciic tics Subsirais 5 aniicklcbu das pasicnar- 
liuc Klcbniiiicl 3 dann aul'dcni lllni 4 schichirorniii! aul'irc- 
brachl. iVrncrdLT K'-Chip 1 aiil'dLMn paslcnariiiicn Klcbniil- 
ic] 3 aufizchi achi. und dann die unicr Warinccinwirkuni: a- 
I o! lie n do Vcrbindunii aus<icfubri. 

(jonial> cinem wcilcrcn Ausfuhrunusbi'ispicl u-ird gcniafil 
dcr Darsiclluny in Fig. 7 das paslcnarliiic Klcbmiiicl 3 aul 
dcrjeniucn ObcrflUchc dcs I('-Chips 1 schichironniii auf^ic- 
brachl. an dcr die Koniakihugel 2 ausgcbiklei sind. Dcrl ilm 
4 wird dann an dcni pasicnariiiicn Klebniiitel 3 anecheUci 
b/.w. an*»cklcbi. wonach dcr FC-Chip 1 in dicseni Zusiand 
auf dcni Subsirai 5 an^»eordncl wird unci schlicf3!ieh die tin- 
ler Warniecinwirkung erlblgende Verbinciunti ausceruhri 
wird. In dicseni l-al) isl es crrordcrlieh. daB das pasienarligc 
Klcbniiiicl 3 cine solchc Viskosiliil bcsii/.l, dal.^ dcr T-ilni 4 
nichi von dcni IC'-Chip 1 hcrabfalll. wiihrcnd dicjcnigc 
Obcrflachc dcs IC-Chips I, an dcr die Konlaklhiigcl 2 aus- 
gcbildcl sind. nach untcn gcwandi isi, dainii dcr IC'-C.'hip 1 
an dcni Subsirai 5 angcbracbt werdcn kann. 

Weiicrhin konncn geniaB cincni andercn Ausfiibrunusbci- 
spicl dcr vorliegcnden Hrlindung passive lilcnicnie an den» 
Subsirai 5 /.usaninien mil dcni T('-('hip 1 nioniicri werden. 
wobci hicrzu das paslcnariige Klcbniiiicl 3 und dcr Fiini 4 
7.uni liinsatz komnicn, ansiaii diesc passiven Elcnienie 
durch ein lypisches. mil Loiniiilel arbeiicndcs Moniagevcr- 
lahren anzubringcn. Bei dicseni Vcrlalircn konncn Dcfckic 
wic ctwa Kurzschlussc, die bei deiii mil Ix)innuel durcbgc- 
fuhrlen Monlagcvcrfahrcn auflrelen konncn, vcnnicdcn 
werden. Pemer sind die N4oniagesehrilie fur die Moniage 
dcs I(%(!bips und dcr passiven Tileinenic in eineni ein/.igen 
Schriti abgeschlosscn. Weiicrhin wird ein Waschschrlll zur 
Beseiligung von verblicbcneni FiuBniillcl ubcrflussig, so 
daB die Kosicn dcs Monlagcvorgangs verringcrl werden 
konncn. 

Bei den vorsichcnd beschricbenen Ausluhrungsbelspie- 
Icn wird cine Konibinalion aus dcm anisoirop Icilcndeni 
Film 4 und dcni pasienariigen Klebmitlel 3 bcnuizl. Jedoch 
kann anslellc dcs paslenanigcn Klebiniiiels auch ein Kleb- 
sloff zuni Einsaiz kommen, der keine leitcndc Parlikel enl- 
hali. Hierbei isl zwar die Zuverlassigkeii dcr clekirischen 
Verbindung, die durch den Klebstoff bereitgestelll wird, ge- 
ringer als diejenige bei Einsaiz des pastenarligen Klebmil- 
lels 3, jedoch sind die Koslen vwringeru 

Bei den vorslehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispie- 
len wird das pastenartige Klebmitlel 3 auf derjejiigen Ober- 
flache des Films 4 aufgebracht, die dem IC-Chip 1 zugeord- 
net bzw. zugewandt ist Das pastenartige Klebmiuel 3 iritl in 
Zwischenraume zwischen den Kontakihugeln 2 und dem 
Film 4 ein, da das pastenartige Klebmitlel 3 in der Form ei- 
ner Paste vorliegi und eine hohe FlieBfahigkeit besitzi, so 
daB demzufolge Luftblasen nicbt leicht erzeugt werden. 
Selbst wenn der Film 4 sich selbst nicbt an eine Anderung 
der Oberflacbenkonfiguration in der Nahe der Kontakthtigel 
2 anpassea kann und Blasen auf der Verfoindungsoberflache 
bzw. zu verbindendeo Oberflache des IC-Chips 1 v»blei- 
ben, werden diese Blasen von der zu verbindenden Ob«-fla- 
che durch die Druckkraft entfemt, die durch die Flipchip- 
Verbindungseinrichtung ausgeUbt wird, und bleiben demzu- 



lol«!e nichi aiil iicr/.n v erhin.lemicn Oherdiiche /.uriick. Dies 
lieiii auch djran. dul.^ das paslenariiizc Klcbmiiicl 3cin holies 
MuB an PlicBlahiiikeii besii/.l. 

Hierbei wini /.in lir/.ieiiini! der clekirischen und nicehani- 
> schen Verbindun*; /.wischcn dem K'-Chip I und dcni Snb- 
sirai 5 eii]e Druekkrafi ausyeub!. Als Pjgebnis bildei tias pa- 
sienaniiic Klebmitlel 3. das aus tieni Spall /.wisehen liem 
F('-('hip I umi vieiii P'ilni 4 iiusiiccjuelschi uird. eine WhIm. 
die den periphcren Rundabsehniii lics fC-Chips 1 inni»ibi 
n» unJ die als ein VeriiLiBinalenal rimLiicn. Dies hai /.ur I'olyc. 
liaP. wrhindcri wird, daB 1 VcMklmaierialien und Wasscr an 
diejcniLie Ohcrnache lics K'-Chips Liclangcn konncn. an dcr 
die Koniakihui!cl ausgebildei sind, und daB die I'csngkcii 
dcr mechanisehen Verbindung veibesscri isi. 
1"^ Wic vorslehend besehriehen, wenien bei den Ausriih- 
runiisbeispielen des erlindirnL'sgciiialrVn Verfahrens /.iini 
Moniieren eines I'lipchips. bei dem ein fC-C 'hip. iler an einer 
seiner Obernachen ausuebildeie lilekiroden iriigi, an einem 
Subsirai derari anjicbrachi wird, daB (iiese cine Obernachc 

20 des K '-Chips in Richiune /.u dem Subsirai ^erichicl isl, dcr 
rC'-C'hip und das Subsirai in cincni Zusiand iiiiieinandcr vcr- 
bun<ien, bei dem ein aus anisoirop Icilcndeni Klcbniiiicl be- 
siehendes Blali und ein pasicnariigcs Klcbiniltel zwischen 
dcni K'-C'hip und deni Subsirai angeordnei sind. Als Mrgeb- 

25 nis dcsscn isi die clekirische und niechanische Verbindung 
vcrbcsscri und es isl die Zuverlassigkeii dcr Moniagc dcr 
I'lipchips und der inonlicrlcn ]-lipchips erhohi. 

I cmer bildci das paslcnariige Klehmiilel cine Wulsi an 
cincr Jiasis, die durch das aus anisoirop Iciiendem Klebmii- 

M> lel bcsichende Blall dchnicrl isi, wobci sich die Wulsl urn 
den periphcren Seilenbercich des IC-Chips hcrum erslrcckl, 
so daB vcrhinderi wird. daK cxicmc iTcmdniaierialien und 
Wasscr in die niileinandcr vcrbundcncn Obcrflachcn zwi- 
schen dcm IC-C'hip und dcni Subsirai cindringcn konnen. 

35 Zugleich isl hierdurch auch die niechanische 1 esiigkcil der 
Halbleilcranordnung vcrbcsscri. Dies hai /.ur l olge^ daB die 
T^^bensdauer von Produkien. die mil gemaB dcm crfindungs- 
gemaBen Moniagcverfahren angebrachlen IC-Chips ausgc- 
siailei sind, verlangeri isl. Bei den vorslehend cdaulcnen 

4() Ausruhrungsbeispiclen wci.scn femerdic Icilcndcn Parlikel, 
die in dcm aus anisoirop Iciicndcm Klcbslorf bcslchcndcn 
Blaii und in dcm pasienariigen Kiebniillcl cnlhallen sind, im 
wcsenlJichen den glcichcn Durchmcsser auf. Als Ergcbnis 
desscn isi die Zuverlassigkeii dcr clekirischen Verbindung 

45 erhohi. Femer konncn passive Elcnicnle, die zusanimen mil 
cinem IC-Chip zu moniieren sind, auf einem Subsirai niil- 
lels des gicichen, hier beschriebenen Verfahrens angebrachl 
werden, so daB die Produkli viiai bzw. die Hersiellbarkeil bei 
der Fcrligung von mil solchcn IC-Chips arbeitenden Pro- 

50 dukien erhohi isi. 

Patenlansprtiche 
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1. Verfahren zum Montieren eines IC-Chips (1) auf ei- 
nem Subsirai (5), bei dem der IC-Chip (1) eine Oberfla- 
che aufweisu an der EJektroden (2) ausgebildei sind, 
und der IC-Chip (1) derail positionierl wird, daB die 
Eleku-oden (2) dem SubstfBl (5) gegenuberliegen, da- 
durch gekeimzeichnet daB der IC-Chip (1) und das 
Substrat (5) mittels eines aus anisotiDpem leitenden 
Klebmitlel bestehenden Blatts (4) und eines pastenarli- 
gen Klebmittels (3), die zwischen dem IC-Chip (1) und 
dem Substrat (5) angeordnet sind, miteinander verbun- 
den werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das pastenartige Klebmittel (3) ein anisotropes 
leitendes Klebmittel ist 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
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zeichneu daB der IC-Chip ri) und das Subsirai (5) niii- 
lels eines unier Waniieeinwirkung und Druckeinwir- 
kung erfolgenden VerbindungsschritLs niiieinander ver- 
ba ndcn werden. 

4. Vcrfahren nach eineiii der vorhergehendcn Anspru- 5 
chc, dadurch gekennz-cichneu daB das aus anisolropem 
leilenden Klebniiliel bcsiehcnde Blall (4) auf der dein 
Subsirai (5) zugeordneien Seiic angeordnei isi und das 
pasicnarlige KJcbmillel (3) aufderdeni ICVChip (1) zu- 
geordneien Seiie vorhanden isi. 10 

5. Verfahren nach eineni der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichneu daS das Blaii. (4) an deni 
Subsirai vor der unier Warme- und Druckeinwirkung 
erfolgenden Verbindung mil. deni IC-Chip (1) ange- 
brachi wird. 15 

6. Vcrfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
neu daB das pastcnanigc Klcbniiiiel (3) auf deni an 
deni Subslrat (5) angebrachten Blatf (4) aul'gehrachl 
wird. bevor die unier Waniie- und Druckeinwirkung 
erfolgende Verbindung mil dcin IC-Chip ausgcfuhrl 20 
wird. 

7. Verfahren nach eineni der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnel, daB das paslenariige KJebmilleJ 
(3) auf der einen Oberflache des IC-Chips (1) anfge- 
brachl wird, bevor die unier Wanne- und Druckein wir- 25 
kung erfolgende Verbindung ausgefiihrl wird. 

8. Vcrfahren nach eincni der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichneu daB das Blall (4) an dem auf die 
eine Oberflache des IC-Chips (1) aufgebrachien pa- 
st en arii gen Klcbmiitel (3) an ge brachi wird, bevor die 30 
unier Warme- und Druckeinwirkung erfolgende Ver- 
bindung ausgefiihrl wird. 

9. Vcrfahren nach eineni der vorhergehendcn Anspru- 
che, dadurch gekennzeichneu daB das paslenariige 
Klebniiliel (3) eine derarlige Viskosiliil aufweist, daB 35 
es nichl von der einen OberllachedeslC-Chips (1) her- 
abiropfu wcnn die eine, mil dem pasienanigen Kleb- 
mitlel (3) beschichlete Oberflache nach unten gewcn- 
dcl wird. 

10. Vcrfahren nach eineni der vorhergehenden An- 40 
spriiche, dadurch gekennzeichneu daB die Sum me aus 
der Dicke des Blails (4) und der Dicke des pasienani- 
gen Klebmitiels (3) groBer isl als dieHohe niindcslens 
cines Konlaklhugels (2), der enlwedcr aji dem IC-Chip 
(1) Oder an dem Subsirai (5) ausgebildet isi. 45 

11. Vcrfalircn nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichneu daB die Summc der Dickcn des Blalls (4) Lind 
des pasienanigen Klebmiliels (3) auf einen Bereich 
feslgelegl isl, bei dem die Hohc einer Wulsl (31), die 
durch das Blall (4) und das paslenariige Klebniiliel (3) 50 
wahrend des unier Warme- und Druckeinwirkung er- 
folgenden Verbindungsvorgangs gebildei wird, groBer 

isl als die Hohenlage der einen Obcrfiache des IC> 
Chips (1). jedoch niedriger liegl als die andcre, auf der 
zu der einen Oberflache enlgegengeselzlen Seiie lie- .ss 
gcndc Oberflache des IC-Chips (1). 

12. Verfahren nach eincm der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnel, daB das Biaii (3) 
eine Flache besilzi, die groGer isl als dicFlache der ei- 
nen Oberflache des IC-Chips (1). 60 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichneu daB das Blall (4) eine Flache besitzu die in ei- 
neni Bereich fesiliegu bei dem die Hohe einer Wulst 
(31). die durch das Blau (4) und das paslenariige Kleb- 
miiiel (3) nach der Ausfiihrung des unier Wamie- und 65 
Druckeinwirkung erfolgenden Verbindungsvorgangs 
gebildei isu groBer isl als die Hohenlage" der einen 
Oberflache des IC-Chips (1), jedoch kleiner isl als die 
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Hohenlage der andercn Oberflache des IC-Chips (1), 
die auf der der einen Oberflache enlgegengcseizl lie- 
gen den Seiie vorhanden isL 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
.spruchc, dadurch gekennzeichneu daB Teiiende Parii- 
kcU die in dem Blall. (4) cnthalien sind, und leiiende 
PanikeL die in dem pasienanigen Klebiiiinel (3) eni- 
halien sind, ini wesenilichen den gleichen Durchmcs- 
ser aufweisen. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichneu daB das Blaii (4) und 
das paslenariige Klebniiliel (3) zur Verbindung von 
passiven Elemenien, die an dem IC-Chip (1) moniien 
sind, mil. dem Subsirai. (5) eingesefzi werden. 

16. Halbleilcranordnung,. die gemiiB dem Verfahren 
nach einem der vorhergehenden Anspriiche heraeslelli 
isu 

17. Halbleilcranordnung mil 
einem Subsirai (5), 

einem IC-Chip (1), der eine Oberflache aufweisl, an 
der mindesiens eine Eleklrode (2) ausgebildei isu wo- 
bei diese eine Oberflache dem Subsirai (5) gegeniiber- 
liegu und 

einem aus anisolropem leilenden KlehmilicI bcsiehcn- 
den Blall (4) und einem pasienanigen Klebmillel (3), 
die zwischen dem IC-Chip (1) und dem Subsirai (5) an- 
geordnei sind. 

18. Halbleilcranordnung nach Anspruch 17. dadurch 
gekennzeichneu daB das pasicnanige Klebmillel (3) 
cin anisolropcs leilendes Klebmillel isl. 

19. Halbleilcranordnung nach Anspruch 17 oder 18, 
dadurch gekenn'/eichneT, daB der TC-Chip (1) durch 
Warmeeinwirkung mil dem Subsirai (5) vcrbundcn isl., 
wobei das Blall (4) und das pasicnanige Klebmillel (3) 
zwischen dem IC-Chip (1) und dem Subsirai (5) ange- 
ordnei sind. 

20. Halbleiieranbrdnung nach einem der Anspruche 
17 bis 19, dadurch gekennzeichneu daB das Blall (4) an 
dem Subsirai (5) angeordnei isU und das paslenariige 
Klebmillel (3) an dem I('-Chip (1) angeordnei isU 

21. HaJbleileranordnung nach einem der An.spruchc 
17 bis 20, dadurch gekennzeichnel, daB das Blail (4) 
eine Flache bcsilzl, die groBer isl als die Flache der ei- 
nen Oberflache des IC-Chips (1 ). 

22. Halbleilcranordnung nach einem der Anspruche 
17 bis 21, dadurch gckcnn/.cichncU daB das Blall (4) ei- 
nen vorslehenden Abschnill aufweisl, der gegcnubcr 
dem Umfangsrand des IC-Chips (1) vorslchu und daB 
der vorstehende Abschnill des Blalls (4) und das pa- 
sicnanige Klebmillel (3) eine Wulsl (31) urn den Um- 
fangsrand des IC-Chips (1) hemm bilden, wobei die 
Wulsl (31) cine Hohc aufweisu die £»roBer isl. als die 
Hohenlage der einen Oberflache des IC-C^hips (1), je- 
doch kleiner isl als die Hohenlage einer weiieren Ober- 
flache des IC-Chips. die auf der enigegengesclzi zu der 
einen Obernache liegenden Seiie des IC-Chips (1.) an- 
geordnei isl. 

23. Halbleilcranordnung nach einem der Anspriiche 
17 bis 22. dadurch gekennzeichneu daB leiiende Parii- 
keU die in dem Blaii (4) enihalien sind, und leiiende 
PanikeL die in dem pasienanigen Klebmillel C3) enl- 
hallen sind, iin wesenilichen den gleichen Durchmes- 
ser aufweisen. ^ 

24. Halbleilcranordnung nach einem der Anspruche 
17 bis 23, dadurch gekennzeichneu daB der IC-Chip (1) 
passive Elemenie enihalu die mil dem Substrai (5) 
durch das Blail (4) und das pasicnanige Klebniiliel (3) 
verbunden sind. 
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25. Vcrruhrcn njcli cincni dcr Anspriichc ] bis 15. dj- 
durch i!ckcnn/cichncu <luli mil licin IC-Chip (1) pus- 
sivc Mlcnicnic mil dcm Siibsiral (Sjdurch das I5ian (4) 
iind das paslcnjriiyc Kichiniiicl (3) vcrbundcn wcr^lcn. 
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Aus einem anisotropen leitenden Film (49Jwird ein Blatt 
herausgeschnitten, dessen GroBe groSer ist als diejenige der zu 
verbindenden Oberflache eines IC-Chips (1) 






Das geschnittene Blatt wird auf ein Muster angeordnet. ..ds an 
einem zu verbindenden Substrat <5) ausgebiidet ss. 






Das geschnittene und auf dem Muster angeordnete Blatt wird zur 
temporaren Verbindung vorerwarmt 




r 


Eine geeignete Menge von pastenaaigen KJebminel (3) wird auf 
eine Oberflache des Blatts aufgebracht 




f 


Das Substrat (5) wird an einem Werktisch einer Flipchip- 
Verbindungseinrichtung befestigt 




r 


Die Fllpchip-Verbindungseinrichtung erfaSt die Position des zu 
verbindenden Musters 


i 


Ein IC-Chip (1) wird auf dem 
dem IC-Chip {1) ausgebildete K 
mit der Position des zu verbint 


Substrat (5) angebracht, wobei an 
lontakthocker (2) unter Ausrichtung 
jenden Musters nach unten weisen 



Der IC-Chip {1) wird durch die Flipchip-Verbindungselnrichtung 
unter Warme- und Druckeinwirkung mit dem Substrat verbunden 
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